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一种实例方法包含：确定对特定存储器单元

的原位写入之间的时间；使对应于相邻存储器单

元的干扰计按基于对所述特定存储器单元的所

述写入之间的所述时间的特定计数增量递增；以

及基于所述递增干扰计数确定是否检查所述相

邻存储器单元的写入干扰状态。
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1.一种用于干扰管理方法，其包括：

确定对存储器单元的原位写入之间的时间；

使对应于相邻存储器单元的干扰计数按基于对所述存储器单元的所述原位写入之间

的所述时间的特定量递增；及

响应于所述干扰计数达到阈值计数，对所述相邻单元执行刷新操作。

2.根据权利要求1所述的方法，其进一步包括使对应于所述相邻单元的所述干扰计数

按取决于对所述存储器单元的写入之间的所述时间的不同特定量递增。

3.根据权利要求2所述的方法，其进一步包括：

响应于对所述存储器单元的所述原位写入之间的所述时间为第一值使对应于所述存

储器单元的所述干扰计数按第一特定量递增；及

响应于对所述存储器单元的所述原位写入之间的所述时间为第二值使对应于所述存

储器单元的所述干扰计数按第二特定量递增；

其中响应于所述第一值小于所述第二值，所述第一特定量大于所述第二特定量，且其

中响应于所述第一值大于所述第二值，所述第一特定量小于所述第二特定量。

4.根据权利要求2所述的方法，其中对所述相邻单元执行所述刷新操作包括从所述相

邻单元读取数据值并将从所述相邻单元读取的所述数据值重写回相邻存储器单元。

5.根据权利要求2所述的方法，其进一步包括响应于执行所述刷新操作而复位对应于

所述相邻单元的所述干扰计数。

6.根据权利要求1所述的方法，其进一步包括通过存取由连续写入时间间隔索引的数

据结构来确定所述特定量，所述连续写入时间间隔对应于不同相应干扰计数增量。

7.根据权利要求6所述的方法，其中随着所述对应连续写入时间间隔增加，所述相应干

扰计数增量减少，且其中所述方法包含基于对所述存储器单元的所述原位写入之间的所述

时间落入所述连续写入时间间隔中的哪一者中来选择所述特定干扰计数增量。

8.根据权利要求1所述的方法，其中使对应于所述相邻存储器单元的所述干扰值按基

于对所述存储器单元的所述原位写入之间的所述时间的所述特定量递增进一步包括基于

所述存储器单元与所述相邻存储器单元之间的空间关系来确定所述特定量。

9.根据权利要求1所述的方法，其中所述方法包含确定所述存储器单元当前是否处于

漂移中。

10.根据权利要求9所述的方法，其进一步包括通过存取包括对应于当前处于漂移中的

受管理单元的物理地址的条目的数据结构来确定所述存储器单元当前是否处于漂移中。

11.根据权利要求1所述的方法，其中使对应于所述相邻存储器单元的所述干扰计数按

所述特定量递增包括使数据结构的条目中的干扰计数字段中的干扰计数递增，所述数据结

构包括对应于所述相邻存储器单元的物理受管理单元的物理地址。

12.一种用于执行干扰管理的系统，其包括：

存储器组件，其包括数个物理受管理单元；

处理装置，其耦合到所述存储器组件并且经配置以：

响应于到特定物理受管理单元的接收写入命令，确定自所述特定物理受管理单元上次

被写入以来的时间量；

使对应于相邻物理受管理单元的干扰计数按基于所述确定时间量的特定量递增；及
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响应于所述干扰计数达到阈值计数，对所述相邻物理受管理单元执行刷新操作。

13.根据权利要求12所述的系统，其中所述处理装置经配置以：

基于当前时间与所述特定物理受管理单元上次被写入的时间之间的差异来确定自所

述特定物理受管理单元上次被写入以来的所述时间量；及

基于所述当前时间与所述特定物理受管理单元上次被写入的所述时间之间的所述差

异来确定所述特定物理受管理单元是否处于漂移中。

14.根据权利要求12所述的系统，其中所述系统包括存储器管理组件，所述存储器管理

组件经配置以维持其条目对应于相应物理受管理单元的数据结构，其中每一条目包括：

物理地址，其对应于相应物理受管理单元；及

漂移指示符，其对应于所述相应物理受管理单元；且

其中所述处理装置经配置以基于所述漂移指示符确定所述特定物理受管理单元当前

是否处于漂移中。

15.根据权利要求14所述的系统，其中所述数据结构的每一条目包括相应干扰计数字

段，且其中所述处理装置经配置以使对应于所述相邻物理受管理单元的所述干扰计数按所

述特定量递增。

16.根据权利要求14所述的系统，其中：

所述数据结构是第一数据结构；

所述存储器管理组件经配置以维持第二数据结构，所述第二数据结构的条目由所述第

一数据结构中的相应条目中的索引引用；

所述处理装置经配置以从所述第二数据结构中的条目中的时间戳确定所述特定物理

受管理单元上次被写入的所述时间，所述条目由对应于所述特定物理受管理单元的所述第

一数据结构中的所述相应条目中的所述索引所引用；以及

所述第二数据结构中的所述条目仅在所述第一数据结构中的所述相应条目中的所述

对应漂移指示符指示所述特定物理受管理单元处于漂移中时由所述第一数据结构中的所

述相应条目中的所述索引引用。

17.根据权利要求16所述的系统，其中所述处理装置经配置以将数据写入所述特定物

理受管理单元及所述第二数据结构中的所述条目中指定的缓冲器中的位置。

18.一种用于执行干扰管理的设备，其包括：

存储器组件；

控制器，其耦合到所述存储器组件并且经配置以：

确定对所述存储器组件中的存储器单元的连续原位写入之间的时间；

使对应于所述存储器组件中的相邻存储器单元的干扰计数按基于对所述存储器单元

的所述连续原位写入之间的所述时间的特定量递增；及

响应于所述干扰计数达到阈值计数，对所述相邻单元执行刷新操作。

19.根据权利要求18所述的设备，其中：

连续写入时间间隔的相应范围对应于相应计数增量；及

所述控制器经配置以从对应于包括对应于连续写入之间的所确定时间的连续写入时

间间隔的范围的所述相应计数增量确定所述特定量。

20.根据权利要求18所述的设备，其中所述特定量进一步基于所述存储器单元与所述
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相邻存储器单元之间的空间关系。
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基于写入时间的干扰管理

技术领域

[0001] 本公开大体上涉及存储器及方法，且更特定来说，涉及基于写入时间的干扰管理。

背景技术

[0002] 存储器子系统可为存储器系统(例如，固态驱动器(SSD))，且可包含存储数据的一

或多个存储器组件。举例来说，所述存储器组件可为非易失性存储器组件及/或易失性存储

器组件。一般来说，主机系统可利用存储器子系统以将数据存储于存储器组件处及从存储

器组件检索数据。

发明内容

[0003] 在一方面中，本公开提供一种用于干扰管理方法，其包括：确定对存储器单元的原

位写入之间的时间；使对应于相邻存储器单元的干扰计数按基于对所述存储器单元的所述

原位写入之间的所述时间的特定量递增；及响应于所述干扰计数达到阈值计数，对所述相

邻单元执行刷新操作。

[0004] 在另一方面中，本公开进一步提供一种系统，其包括：存储器组件，其包括数个物

理受管理单元；处理装置，其耦合到所述存储器组件并且经配置以：响应于到特定物理受管

理单元的接收写入命令，确定自所述特定物理受管理单元上次被写入以来的时间量；使对

应于相邻物理受管理单元的干扰计数按基于所述确定时间量的特定量递增；及响应于所述

干扰计数达到阈值计数，对所述相邻物理受管理单元执行刷新操作。

[0005] 在又一方面中，本公开提供一种设备，其包括：存储器组件；控制器，其耦合到所述

存储器组件并且经配置以：确定对所述存储器组件中的存储器单元的连续原位写入之间的

时间；使对应于所述存储器组件中的相邻存储器单元的干扰计数按基于对所述存储器单元

的所述连续原位写入之间的所述时间的特定量递增；及响应于所述干扰计数达到阈值计

数，对所述相邻单元执行刷新操作。

附图说明

[0006] 图1说明根据本公开的数个实施例的呈经配置以执行干扰管理的计算系统的形式

的设备的框图。

[0007] 图2说明根据本公开的数个实施例的与管理相邻干扰相关联的组件的实例。

[0008] 图3说明根据本公开的数个实施例的经配置用于干扰管理的存储器管理单位地址

数据结构的条目的实例。

[0009] 图4说明根据本公开的数个实施例的经配置用于干扰管理的漂移条目数据结构的

条目的实例。

[0010] 图5是根据本公开的数个实施例的说明写入干扰与自对特定位置的上次写入以来

的时间之间的关系的曲线的实例。

[0011] 图6是根据本公开的数个实施例的用于干扰管理的方法的实例的流程图。
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[0012] 图7是根据本公开的数个实施例的可包含写入干扰管理及漂移管理的方法的实例

的流程图。

[0013] 图8是呈计算机系统的形式的实例设备的框图，本公开的实施方案可根据本公开

的数个实施例在所述计算机系统中操作。

具体实施方式

[0014] 本公开的方面涉及存储器子系统中的写入干扰管理。存储器子系统的实例是存储

系统，例如固态驱动器(SSD)。在一些实施例中，存储器子系统是混合存储器/存储子系统。

一般来说，主机系统可利用包含一或多个存储器组件的存储器子系统。主机系统可提供待

存储在存储器子系统中的数据，并且可请求待从存储器子系统检索的数据。

[0015] 各种实施例提供技术改进，例如与现有方法相比有所改进的对相邻者干扰的处

置。举例来说，各种实施例提供对作为与正被写入的电阻可变存储器单元(例如，侵害者)的

相邻的电阻可变存储器单元(例如，受害者)的热写入干扰的更准确确定，方法是将所述确

定基于对侵害者的写入之间的时间(例如，对侵害者的写入的频率)。与现有方法相比，这允

许更准确地确定何时刷新受害者以校正热干扰。

[0016] 举例来说，可使对应于受害者的写入干扰计数按基于对侵害者的原位写入之间的

时间计数增量递增。响应于干扰计数达到阈值计数，可对受害者执行刷新操作。

[0017] 电阻可变存储器单元的相应状态(例如，存储数据值)可取决于对应于单元的相应

阈值电压(Vt)的存储器单元的相应编程电阻。在一些实例中，电阻可变存储器单元可通过

在无需首先擦除电阻可变存储器单元情况下覆写电阻可变存储器单元来重写。这可称为原

位写入。电阻可变存储器单元的状态可例如通过响应于所施加的感测(例如，读取)电压而

感测通过单元的电流来确定(例如，读取)。

[0018] 当侵害者电阻可变单元被原位写入时，侵害者单元的温度可能升高，特别是当侵

害者单元在短时间段内(例如，在约10到20毫秒内)被重复写入时。在侵害者单元的温度升

高时，更多热量转移到受害者单元，从而导致受害者单元的温度升高。受害者单元温度升高

的量可取决于对侵害者单元的写入之间的时间。举例来说，对侵害者单元的写入之间时间

越短，受害者单元的温度升高就越大。

[0019] 升高的温度可导致受害者单元的编程电阻改变，从而难以用预定读取电压读取受

害者。这可称为热写入干扰。举例来说，对受害者单元的热写入干扰的量可取决于对侵害者

单元的写入之间的时间。可通过将受害者单元重写回其正确编程电阻状态来刷新受害者单

元。

[0020] 干扰计数器可用于记录对受害者单元的干扰。如果干扰计数大于阈值，那么可刷

新受害者单元。在现有方法中，可使计数器按不依赖于对侵害者单元的写入(例如，连续写

入)之间的时间的增量递增，且因此可能不会准确地说明热干扰。举例来说，在现有方法中，

计数器可针对所有受害者单元以相同的速率递增。然而，在侵害者在相对较短的时间间隔

内经历相对频繁的写入的情形下，这可能会导致受害者单元刷新频率过低。举例来说，在短

时间间隔内频繁写入侵害者可导致对受害者的干扰大于在较长周期内对侵害者进行相同

数量的写入所造成的对受害者的干扰。在此类例子中，已经历较大干扰的受害者更容易经

历读取错误，尽管已经历由于对侵害者的写入而引起的相同数量的干扰事件。
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[0021] 使干扰计数按基于写入之间的时间的干扰计数增量递增可用于说明对受害者的

热干扰量。举例来说，与针对写入之间的较长时间(例如，较少的热干扰)的干扰计数相比，

可在针对写入之间的短时间(例如，较大热干扰)加速干扰计数。这可提供在更合适的时间

(例如，在受害者被干扰到其存储错误数据值的时刻之前)刷新受害者的能力。

[0022] 图1说明根据本公开的数个实施例的呈经配置以执行干扰管理的计算系统100的

形式的设备的框图。如本文所使用，“设备”可指但不限于各种结构或结构的组合。举例来

说，存储器系统104、控制器108及存储器组件110‑1到110‑N可单独地被认为是“设备”。

[0023] 存储器系统104可举例来说为例如固态驱动器(SSD)、嵌入式多媒体控制器(eMMC)

装置、通用快闪存储(UFS)装置及类似者的存储系统，并且可包含接口106、控制器108及可

统称为存储器110的数个存储器组件110‑1到110‑N。存储器组件110可提供用于存储器系统

104的存储容量；然而，存储器组件110中的一或多者可用作用于系统100的主存储器。在数

个实施例中，存储器系统104是存储器子系统、混合存储器/存储系统或类似者。

[0024] 如图1中所说明，存储器系统104可经由接口106耦合到主机102。主机102可为主机

系统，例如个人膝上型计算机、桌上型计算机、数码相机、移动装置(例如，蜂窝电话)、网络

服务器、物联网(IoT)启用装置或存储卡读取器，以及各种其它类型的主机。主机102可包含

能够(例如，经由控制器108)存取存储器组件110的数个存储器存取装置(例如，数个处理

器)。

[0025] 在图1中所说明的实例中，控制器108经由多个通道耦合到存储器组件110，并且可

用于在存储器系统104与主机102之间转移数据(例如，经由接口106)。接口106可呈标准化

接口的形式。举例来说，当存储器系统104用于计算系统100中的数据存储时，接口106可为

串行高级技术附件(SATA)、外围组件互连高速(PCIe)或通用串行总线(USB)等其它连接器

及接口。然而，一般来说，接口106可提供用于在存储器系统104与具有用于接口106的兼容

接受器的主机102之间传递控制、地址、数据及其它信号的接口。

[0026] 控制器108可与存储器组件110通信以控制数据读取、写入及擦除操作等其它操

作。尽管未具体说明，但在一些实施例中，控制器108可包含用于将控制器108耦合到存储器

组件110的每一通道的离散存储器通道控制器。控制器108可包含例如呈硬件(例如，一或多

个集成电路)及/或软件(例如，可呈固件形式的指令)形式的数个组件，以用于控制对数个

存储器组件110的存取及/或用于促进主机102与存储器组件110之间的数据转移。一般来

说，控制器108可从主机102接收命令(例如，操作)，并且可将命令转换为指令或适当命令，

以实现对存储器组件110的期望存取。

[0027] 如本文进一步描述，除其它操作外，控制器108还可负责存储器管理操作，例如干

扰管理(例如，缓解)操作、漂移管理操作、错误检测及/或校正操作以及地址转译操作，以及

与存储器组件110相关联的各种其它操作。控制器可与执行后台操作及/或前台操作相关联

地执行存储器管理。前台操作可包含由主机(例如，主机102)启动的操作，例如读取及/或写

入存取命令。后台操作可包含由控制器(例如，108)启动及/或其执行可对主机(例如，主机

102)透明的操作，例如根据本公开的实施例执行的相邻者干扰缓解操作。

[0028] 存储器组件110可包含数个存储器单元阵列。存储器组件110可包含二维(2D)及/

或三维(3D)阵列结构，例如交叉点阵列结构。存储器单元可为电阻可变存储器单元。存储器

单元可包含例如各种类型的电阻可变存储元件及/或开关元件。举例来说，单元可为相变随
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机存取存储器(PCRAM)单元或电阻随机存取存储器(RRAM)单元。

[0029] 如本文所使用，存储元件是指存储器单元的可编程部分。举例来说，存储器组件

110可为3D交叉点装置，其单元可包含其中存储元件与开关元件串联耦合的“堆叠”结构，并

且其在本文中可称为3D相变材料及开关(PCMS)装置。3D‑PCMS单元可包含例如与双端硫系

开关元件(例如双向阈值开关(OTS))的串联耦合的双端硫系存储元件。在数个实施例中，存

储器单元可为自选择存储器(SSM)单元，其中单个材料可同时充当存储元件及存储器元件。

SSM单元可包含硫系合金；然而，实施例不限于此。

[0030] 作为非限制性实例，存储器组件110的存储器单元可包含相变材料(例如，相变硫

系合金)，例如铟(In)‑锑(Sb)‑碲(Te)(IST)材料(例如，In2Sb2Te5、In1Sb2Te4、In1Sb4Te7等)

或锗(Ge)‑锑(Sb)‑碲(Te)(GST)材料(例如，Ge2Sb2Te5、Ge1Sb2Te4、Ge1Sb4Te7等)。如本文所使

用的带连字符的化学成分符号指示包含在特定混合物或化合物中的元素，并且希望表示涉

及所指示元素的所有化学计量比。其它存储器单元材料可包含GeTe、In‑Se、Sb2Te3、GaSb、

InSb、As‑Te、Al‑Te、Ge‑Sb‑Te、Te‑Ge‑As、In‑Sb‑Te、Te‑Sn‑Se、Ge‑Se‑Ga、Bi‑Se‑Sb、Ga‑Se‑

Te、Sn‑Sb‑Te、In‑Sb‑Ge、Te‑Ge‑Sb‑S、Te‑Ge‑Sn‑O、Te‑Ge‑Sn‑Au、Pd‑Te‑Ge‑Sn、In‑Se‑Ti‑

Co、Ge‑Sb‑Te‑Pd、Ge‑Sb‑Te‑Co、Sb‑Te‑Bi‑Se、Ag‑In‑Sb‑Te、Ge‑Sb‑Se‑Te、Ge‑Sn‑Sb‑Te、

Ge‑Te‑Sn‑Ni、Ge‑Te‑Sn‑Pd及Ge‑Te‑Sn‑Pt以及各种其它材料。

[0031] 如在图1所展示，根据本文描述的实施例，控制器108包含处理装置109及经配置以

执行各种存储器管理操作的存储器管理组件111。在此实例中，存储器管理组件111包含相

邻干扰管理组件113、漂移管理组件117及错误检测/校正组件115(例如，错误校正码(ECC)

引擎)。存储器管理组件111还包含数个数据结构114。如本文所使用，“数据结构”指代用于

组织及/或存储数据的格式，其实例包含表、阵列、文件、列表记录、队列、树等。如下面进一

步描述，数据结构114可包含逻辑到物理(L2P)地址映射数据结构(例如，表)，其用于将逻辑

受管理单元地址(MUA)地址映射到存储在存储器110及漂移表中的物理受管理单元(PMU)。

在一些实例中，数据结构114可包含用于确定干扰增量的查找表，所述干扰增量用于依据对

存储器单元的原位写入之间的时间使对应于与正被原位写入的存储器单元相邻的存储器

单元的干扰计数递增。应注意，用于描述特定数据结构114的术语“表”及“列表”仅希望作为

非限制性实例。

[0032] 存储器管理组件111的各种组件113、114、115及117可为离散组件，例如专用集成

电路(ASIC)，或所述组件可反映由不一定具有与控制器108的其它部分分离的离散物理形

式的控制器108内的电路系统提供的功能性。尽管在图1中说明为存储器管理组件111内的

组件，但组件113、114、115及117中的每一者或其部分可在存储器管理组件111的外部及/或

控制器108的外部。举例来说，错误检测/校正组件115可包含位于控制器108上的数个错误

校正编码电路及位于控制器108外部的数个错误校正编码电路。

[0033] 图2说明根据本公开的数个实施例的与管理相邻者干扰(例如，热写入干扰)相关

联的组件的实例。在图2中，管理单位地址(MUA)表220表示与映射物理存储器210相关联的

逻辑地址到物理地址(L2P)数据结构。表220可为由控制器(例如，控制器108)维持的数据结

构114中的一者，并且存储器210可表示存储器，例如，图1中所展示的存储器110。

[0034] 在操作中，主机(例如，主机102)可使用逻辑寻址(例如，逻辑块寻址)来标识数据

的逻辑区(例如，扇区)。作为实例，逻辑地址可对应于256字节、512字节、1,024字节等。逻辑
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地址(例如，逻辑块地址(LBA))可由控制器(例如，控制器108)组织成受管理单元(MU)，其可

指代由控制器(例如，经由L2P表)管理的存储器的单位(例如，大小)。作为实例，逻辑MUA

(LMUA)可对应于多个主机LBA，使得MU可对应于2KB、4KB、8KB等。MU的大小还可与相关联于

被映射的存储器(例如，存储器210)的写入及/或读取大小相关。举例来说，MU可对应数个存

储器单元，例如一群组电阻可变存储器单元(例如，物理MU(PMU))。举例来说，MU大小可为存

储器的物理页大小的倍数、与存储器相关联的码字大小的倍数等。

[0035] 如在图2中所展示，表220的MUA条目221‑1到221‑M可由LMUA索引，其中每一条目包

含物理受管理单元地址(PMUA)，其指示(例如，指向)存储器210中对应PMU的位置。举例来

说，如在图2中所展示，MUA条目221‑1中的PMUA‑1指向PMU  217‑1，且MUA条目221‑2中的

PMUA‑2指向PMU  217‑2。在数个实施例中，存储在对应于PMU  217的单元群组中的数据可包

含用户数据及/或奇偶校验数据以及各种元数据，其可包含当前映射到对应于PMU  217的

PMUA的LMUA。

[0036] 图2还说明可为数据结构114的漂移条目表(DET)225的实例。DET  225可包含漂移

条目226，其可由MUA条目(例如，MUA条目221‑1)中的漂移条目索引引用(例如，指向)，而PMU

(例如，PMU  217‑1)中对应于MUA条目221‑1的数个存储器单元处于漂移中。在一些实例中，

漂移尾可为DET  225中待从漂移中退出的下一个漂移条目，且漂移头可为DET  225中待写入

的下一个漂移条目。

[0037] 举例来说，当写入(例如，编程)电阻可变单元时，其电阻状态可在特定时间段(例

如，漂移时间段)内改变(例如，漂移)，直到达到稳定电阻状态。举例来说，在漂移时间段期

间读取的数据可能不可靠。

[0038] 图2进一步说明例如DRAM缓冲器的漂移数据缓冲器(DDB)230的实例。DDB230中具

有在漂移条目226中指定的地址的位置232可在同时存储相同数据的PMU  217‑1中的数个单

元处于漂移中的漂移时间段期间临时存储数据。举例来说，响应于指定对应于(例如，其索

引)MUA条目221‑1的LMUA的读取命令，存储器管理组件108可从读取MUA条目221‑1中的漂移

指示符确定PMU  217‑1是否处于漂移中。

[0039] 响应于确定PMU  217‑1处于漂移中，存储器管理组件111可激活漂移管理组件117

以执行漂移管理操作。举例来说，漂移管理组件117可响应于读取MUA条目221‑1中引用漂移

条目226的漂移条目索引而读取漂移条目226。漂移管理组件117可接着响应于从漂移条目

226读取位置232的地址而从位置232读取数据。

[0040] 只要确定PMU  217‑1处于漂移中，就可从DDB  230而不是PMU  217‑1读取数据。在对

应于漂移周期的特定时间段之后，存储器管理组件111可设置漂移指示符以指示PMU  217‑1

不处于漂移中。存储器管理组件111接着可响应于从读取漂移指示符确定PMU  217‑1不处于

漂移中而从PMU  217‑1读取数据。

[0041] 图3说明根据本公开的数个实施例的可为MUA条目221且经配置用于干扰管理的

MUA条目321的实例。举例来说，MUA条目321包含可存储可寻址PMU  217的PMUA的字段340。

MUA条目321包含干扰计数器字段342、可存储例如旗标的漂移指示符的漂移指示符字段344

及可存储可引用(例如，指向)DET  225中的漂移条目(例如，漂移条目226)的漂移条目索引

字段346。

[0042] 图4说明根据本公开的数个实施例的可为漂移条目226且经配置用于干扰管理的
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漂移条目426的实例。漂移条目426可包含LMUA字段450，其可存储可回指例如MUA条目221‑1

的MUA条目的LMUA，MUA条目221‑1的漂移条目索引引用漂移条目426。举例来说，字段346中

的漂移条目索引可引用漂移条目426，且字段450中的LMUA可为MUA条目321的LMUA。漂移条

目426包含时间戳字段452，其可存储可为PMU  217中对应于字段450中的LMUA的数个存储器

单元的上次被写入的时间的时间戳。举例来说，LMUA可对应于对应于PMU  217‑1的MUA条目

221‑1，并且时间戳可为PMU  217‑1中的存储器单元上次被写入的时间。漂移条目426可包含

DDB地址字段454，其可存储DDB  230中的位置的DDB地址。

[0043] 在其中字段450中的LMUA对应于MUA条目221‑1的实例中，如果时间戳大于阈值漂

移时间，意味着PMU  217‑1中的存储器单元不再处于漂移中，那么漂移管理组件117可退出

由MUA条目221‑1引用的漂移条目(例如，漂移条目426)。举例来说，如果MUA条目221‑1中的

漂移指示符指向漂移尾(例如，漂移条目426是漂移尾)，那么漂移条目426为有效并且被退

出，并且漂移尾递增到下一个漂移条目，借此释放漂移条目426及DDB  230中具有字段454中

的DDB地址的位置以用于进一步写入。举例来说，漂移管理组件117可响应于退出漂移条目

426在MUA条目221‑1中设置漂移指示符以指示PMU  217‑1不处于漂移中。如果MUA条目221‑1

中的漂移指示符不指向漂移尾(例如，漂移条目426不是漂移尾)，那么漂移条目426为无效

(例如，过期)，并且MUA条目221‑1中的漂移指示符保持不变。

[0044] 在一些实例中，PMU  217‑2中的数个存储器单元可与PMU  217‑1中的数个存储器单

元相邻。举例来说，PMU  217‑2中的存储器单元可因对存储器单元PMU  217‑1的原位写入而

受到写入干扰。PMU  217‑2中的存储器单元受到干扰的量可取决于对PMU  217‑1中的存储器

单元的写入的频率。举例来说，写入的频率越高，干扰就越大。例如，写入之间的时间间隔越

小，频率越高，且干扰越大。在一些实例中，对应于PMU  217‑2中的存储器单元的干扰计数可

递增的计数增量可基于对PMU  217‑1的存储器单元的连续写入之间的时间间隔(例如，频

率)。在其中MUA  321是MUA  221‑2的实例中，字段342中的干扰计数器的干扰计数可按基于

对PMU  217‑1的存储器单元的写入之间的时间间隔的计数增量(例如，干扰计数增量)递增。

[0045] 图5是根据本公开的数个实施例的说明写入干扰与自对特定位置的上次写入以来

的时间之间的关系的曲线的实例。举例来说，曲线560说明用于使对应于存储器单元(例如，

PMU(例如，PMU  221‑2)中的数个存储器单元)的干扰计数递增的量(例如，干扰计数增量)与

连续写入时间间隔(例如，对相邻存储器单元(例如在相邻的PMU(例如，PMU221‑1)中)的连

续原位写入之间的时间)之间的关系。在一些实例中，曲线560可对应于指数衰减函数。然

而，本公开不如此受限，并且干扰计数增量与写入之间的时间可为线性关系以及其它函数

关系。在一些实例中，可依据可为数据结构114的查找表中的连续写入时间间隔(例如，由其

索引)将干扰计数增量制成表格。如在图5中所展示，干扰计数增量随着连续写入时间间隔

的增加(例如，降低写入频率)而减少。在一些实例中，连续的写入时间间隔可为存储器单元

上次被写入的时间(例如，字段452中的时间戳)与存储器单元当前被写入的当前时间之间

的时间差。

[0046] 连续写入时间间隔可被划分为连续写入时间间隔的范围，其可称为箱(bin)。举例

来说，在图5中，连续写入时间间隔562‑1到562‑4的范围可分别称为箱1到箱4。与对应于相

应范围的开始处(例如，最低连续写入时间间隔)的连续写入时间间隔的相应干扰计数增量

可为针对相应范围的相应干扰计数增量。举例来说，分别对应于数据符号564‑1到564‑4的
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离散干扰计数增量可分别针对范围562‑1到562‑4。在一些实例中，例如在范围的开始处(例

如，在范围的最低连续写入时间间隔处)的干扰计数增量可依据可为数据结构114的查找表

的范围制成表格。在实例中，如果写入之间的所确定时间位于特定范围内，例如范围562‑3，

那么干扰计数增量是针对所述范围的干扰计数增量，例如对应于数据点564‑3的干扰计数。

[0047] 可在存储器110中的存储器阵列可为3D交叉点存储器阵列，其可包含存储器单元

平面的数个堆叠，例如先前描述的电阻可变单元。在每一平面中，可称为存储器单元的行的

存储器单元的群组可共同耦合到可称为字线的存取线。每一平面还可包含可被称为存储器

单元的列的存储器单元的群组，所述存储器单元的列可共同耦合到可被称为可耦合到感测

放大器的数据线(例如，位线)的存取线。举例来说，列可与行交叉(例如，相交)。

[0048] 在一些实例中，与侵害者单元相邻的相邻单元可为直接邻近于侵害者单元而没有

任何中间单元的直接相邻者。举例来说，侵害者单元可在同一平面内或在不同平面中具有

直接相邻者。

[0049] 对相邻单元的干扰量取决于其与侵害者单元的空间关系。举例来说，对相邻单元

的干扰可取决于来自侵害者单元的方向。举例来说，对沿位线的相邻单元的干扰可大于对

沿字线的相邻单元的干扰。因此，对于写入之间的相同时间，针对沿位线的相邻单元的干扰

计数增量可大于针对沿字线的相邻单元的干扰计数增量。因而，对于不同的空间关系，在干

扰计数增量与写入之间的时间之间可存在不同函数关系。举例来说，对于每一空间关系，可

存在干扰计数增量与写入之间的时间的不同查找表。干扰管理组件113可通过为特定空间

关系选择函数关系(例如，查找表)来确定干扰计数增量，并且接着通过所选函数关系从写

入之间的时间确定干扰计数增量。

[0050] 图6是根据本公开的数个实施例的用于干扰管理的方法670的实例的流程图。举例

来说，方法670可由干扰管理组件113执行。

[0051] 在框671处，确定对存储器单元的写入之间的时间。举例来说，写入之间的时间可

为当前正在写入存储器单元的当前时间与存储器单元上次被写入的时间之间的差。举例来

说，存储器单元上次被写入的时间可为由对应于包含存储器单元的PMU的MUA条目引用的漂

移条目中的时间戳。时间戳可被读取以确定存储器单元上次被写入的时间。在时间戳被读

取之后，可将其更新为当前时间。

[0052] 在一些实例中，当发生对已经处于漂移中的存储器单元的写入时，可读取由对应

于包含存储器单元的PMU的MUA条目引用的DET  225中的当前DET条目，以确定存储器单元上

次被写入的时间。举例来说，通过在DET  225中的新DET条目中写入更新时间戳，可在时间戳

被读取之后将时间戳更新到当前时间。然后，可使当前DET条目无效，并且对应于包含存储

器单元的PMU的MUA条目可被更新以引用新的DET条目。

[0053] 在框672处，可使对应于相邻存储器单元的干扰计数按基于写入之间的时间的特

定量递增。干扰计数增量可从特定量与写入之间的时间之间的关系来确定，例如从图5中的

关系确定。举例来说，特定量可为干扰计数增量，例如对应于数据点564‑3的干扰计数增量，

数据点564‑3对应于包含所确定的写入之间的时间的连续写入时间间隔的范围，例如范围

562‑3。在框673处，响应于干扰计数达到阈值计数而对相邻单元执行刷新操作。

[0054] 图7是根据本公开的数个实施例的可包含写入干扰管理及漂移管理的方法775的

实例的流程图。举例来说，方法775可至少部分由干扰管理组件113及漂移管理组件117执
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行。

[0055] 在框776处，读取表220中对应于所接收写入命令中的LMUA的MUA条目，例如MUA条

目221‑1。在框777处，根据MUA条目中的漂移指示符将对应于MUA条目中的PMUA(例如，PMUA‑

1)的PMU(例如，PMU  217‑1)中的数个存储器单元确定为处于漂移中。在框778处，从由MUA条

目中的漂移条目索引引用的表225中的漂移条目(例如，漂移条目226)中的时间戳确定PMU

上次被写入的时间。举例来说，可响应于确定PMU中的存储器单元处于漂移中读取时间戳。

[0056] 在框779处，确定与写入命令相关联的当前时间与PMU上次被写入的时间之间的时

间差。举例来说，时间差可为针对PMU中的数个单元的连续写入时间间隔，例如对PMU中的数

个单元的连续写入之间的时间，并且可表示对PMU的写入的频率。

[0057] 在框780处，例如作为干扰管理的一部分通过干扰管理组件113使表220中对应于

包含数个相邻存储器单元的PMU(例如，PMU  217‑2)的MUA条目中的干扰计数按基于时间差

的干扰计数增量递增。举例来说，PMU  217‑2中的相邻存储器单元可与PMU  217‑1中的存储

器单元相邻。在一些实例中，在使干扰计数递增之后，可例如通过漂移管理器117设置(例

如，清除)MUA条目221‑1中的漂移条目索引以指示漂移条目是无效的。另外，可设置漂移指

示符以指示PMU  217‑1中的存储器单元不处于漂移中。

[0058] 如前面所论述，干扰计数增量可通过干扰计数增量与连续写入时间间隔之间的函

数关系来确定。举例来说，干扰计数增量可对应于包含连续写入时间间隔的连续写入时间

间隔的范围。在一些实例中，可基于PMU  217‑1及PMU  217‑2中的存储器单元之间的空间关

系来选择函数关系。在框781处，响应于干扰计数达到阈值计数而对包含所述数个相邻存储

器单元的PMU执行刷新操作。在一些实例中，可响应于执行刷新操作而复位对应于包含所述

数个相邻存储器单元的PMU的干扰计数。

[0059] 在一些实例中，写入命令中的数据被同时写入对应于与LMUA对应的MUA条目中的

PMUA的PMU及DDB  230中的条目。举例来说，可在MUA条目221‑1中的漂移条目索引被设置(例

如，清除)以指示漂移条目是无效的之后并且在MUA条目221‑1中的漂移指示符被设置为指

示无漂移之后写入数据。

[0060] 可设置漂移指示符MUA条目221‑1以指示PMU  217‑1中的单元处于漂移中，并且可

设置MUA条目221‑1中的漂移条目索引以指代下一个漂移条目(例如，在漂移条目226之后)。

所述漂移条目中的时间戳字段可被设置为当前时间。然后，可将所述漂移条目中的DDB地址

设置为DDB  230中的位置，并且可将写入命令中的数据同时写入到PMU  217‑1及具有DDB地

址的DDB  230中的位置。

[0061] 图8是呈计算机系统883的形式的实例设备的框图，本公开的实施方案可在计算机

系统883中操作。举例来说，计算机系统883可包含或利用存储器系统，例如图1的存储器系

统104(例如，SSD、eMMC装置、UFS)。系统883也可为例如图1中所展示的计算系统100的系统。

系统883可为个人计算机(PC)、平板PC、机顶盒(STB)、个人数字助理(PDA)、蜂窝电话、网络

器械、服务器、网络路由器、交换机或网桥或能够执行指定待由所述机器采取的动作的一组

指令(循序或以其它方式)的任何机器。此外，虽然说明单个机器，但是术语“机器”也应被认

为包含机器的任何集合，其个别地或共同地执行一组(或多组)指令以执行本文所论述的方

法中的任一者或多者。

[0062] 实例计算机系统883包含处理装置809、主存储器884(例如，只读存储器(ROM)、快
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闪存储器、动态随机存取存储器(DRAM)，例如同步DRAM(SDRAM)或Rambus  DRAM(RDRAM)等)、

静态存储器885(例如，快闪存储器、静态随机存取存储器(SRAM)等)及数据存储装置810，其

经由总线886彼此通信。

[0063] 处理装置809表示一或多个通用处理装置，例如微处理器、中央处理单元或类似

者。更特定来说，处理装置可为复杂指令集计算(CISC)微处理器、精简指令集计算(RISC)微

处理器、超长指令字(VLIW)微处理器，或者是实施其它指令集的处理器，或者是实施指令集

的组合的处理器。处理装置809也可为一或多个专用处理装置，例如专用集成电路(ASIC)、

现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)、网络处理器或类似者。处理装置809经配

置以执行用于执行本文所论述的操作及步骤的指令887。计算机系统883可进一步包含用于

通过网络889进行通信的网络接口装置888。

[0064] 数据存储装置810可包含干扰管理组件813，其可与干扰管理组件113类似(例如，

相同)。数据存储装置810可包含机器可读存储媒体897(也称为计算机可读媒体)，其上存储

体现本文所描述的各种方法或功能中的一或多者的一或多组指令887(例如，软件)。在由计

算机系统883执行指令887期间，指令887也可全部或至少部分地驻留在主存储器884内及/

或处理装置808内，主存储器884及处理装置808也构成机器可读存储媒体。机器可读存储媒

体897、数据存储装置810及/或主存储器884可对应于图1的存储器系统104。

[0065] 本公开还涉及用于执行本文的操作的设备。此设备可经特定构造用于预期目的，

或者其可包含由存储在计算机中的计算机程序选择性地激活或重新配置的通用计算机。此

计算机程序可存储在计算机可读存储媒体中，例如(但不限于)任何类型的磁盘，包含软盘、

光盘、CD‑ROM及磁光盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、EPROM、EEPROM、磁卡或光

卡或适用于存储电子指令的任何类型的媒体，其各自耦合到计算机系统总线。

[0066] 本文提出的算法及显示并非固有地与任何特定计算机或其它设备相关。各种通用

系统可与根据本文的教示的程序一起使用，或者可证明构造更专用设备来执行所述方法是

方便的。各种这些系统的结构将如下文描述中所阐述那样出现。另外，未参考任何特定编程

语言来描述本公开。将了解，可使用各种编程语言来实施如本文所描述的本公开的教示。

[0067] 本公开可被提供为计算机程序产品或软件，其可包含其上存储有指令的机器可读

媒体，所述指令可用于对计算机系统(或其它电子装置)进行编程以执行根据本公开的过

程。

[0068] 如本文所使用，“一(a)”或“一(an)”可指代某物中的一或多者，“数个”某物可指代

此类事物中的一或多者。举例来说，数个存储器单元可是指一或多个存储器单元。“多个”某

物意指两个或更多个。如本文所使用，同时执行多个动作是指动作在特定时段内至少部分

重叠。如本文所使用，术语“耦合”可包含不与介入元件电耦合、直接耦合及/或直接连接(例

如，通过直接物理接触)或与介入元件间接耦合及/或连接。术语“耦合”可进一步包含彼此

合作或相互作用的两个或更多个元件(例如，呈因果关系)。

[0069] 本公开的各种方法(例如图6及图7中描述的方法)可通过以硬件(例如，处理装置，

例如处理器、控制电路系统、专用逻辑、可编程逻辑、集成电路等)及/或软件(例如，指令，其

可包含固件，且其可由处理装置执行)及/或其组合的形式由处理逻辑来执行。

[0070] 尽管本文已经说明及描述特定的实施例，但是所属领域的一般技术人员将了解，

经计算以实现相同结果的布置可代替所展示的特定实施例。本公开希望涵盖本公开的数个
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实施例的调适或变化。应了解，上述描述已以说明性方式而非限制性方式进行。所属领域的

一般技术人员在审阅上文描述之后将明白上文实施例的组合及未在本文中明确描述的其

它实施例。本公开的数个实施例的范围包含使用上述结构及方法的其它应用。因此，应参考

所附权利要求书以及此权利要求书所享有的等效物的全范围确定本公开的数个实施例的

范围。

[0071] 在前述具体实施方式中，出于简化本公开的目的，将一些特征群组在单个实施例

中。本公开的此方法不应解释为反映本公开的所揭示实施例必须使用多于在每一权利要求

中明确叙述的特征的意图。而是，如所附权利要求书反映，发明标的物存在于少于单个所揭

示实施例的全部特征。因此，所附权利要求书特此并入到具体实施方式中，其中每一权利要

求独立地作为单独实施例。
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图2
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图4

图5
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图6
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图7
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图8
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